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O carbeto de silicio (SiC) € um semicondutor alternativo ao silicio com aplica¢cdes em dispositivos de altas energias,
alta frequiéncia e altas temperaturas. No entanto, existem varias dificuldades que precisam ser superadas. A qualidade
da interface SiC/SiO, é objeto de estudo deste trabalho. Para isso, usamos medidas C-V de alta freqiiéncia em
capacitores MOS tipo-p e tipo-n construidos com substratos de carbeto de silicio de diferentes politipos (4H-SiC e
6H-SIC). O oOxido foi crescido termicamente em regimes de oxidacdo Umida e seca, com tempos de 3 e 24 horas a
1120°C. Apos, as amostras foram submetidas a tratamento térmico em forming-gas a 475°C durante 30 minutos. As
medidas C-V realizadas revelaram uma alta densidade de defeitos eletricamente ativos na interface
dielétrico/semicondutor, indesejaveis para os parametros atuais da tecnologia. Nosso proximo passo sera verificar o
efeito de diferentes regimes de oxidagdo e tratamentos térmicos sobre os defeitos na interface SiC/SiO, com objetivo
de melhorar as caracteristicas elétricas destas interfaces. (PIBIC).
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